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Beschreibung 

Schleif kissen und Verfahren zum nasschemischen Schleifen 
einer Subst rat oberflache 

5 

Die Erfindung betrifft ein Schleif kissen und ein Verfahren 
zur abrasiven Bearbeitung von Oberflachen insbesondere von 
Halbleiterwaf ern mit einer Polymermatrix einer definierten 
Wasserloslichkeit . 

10 

Verfahren zur abrasiven Bearbeitung von Oberflachen finden 
W vielfach Anwendung, zum Beispiel bei der Herstellung elektro- 
nischer Speicherelemente . Solche Elemente werden in der Regel 
schichtweise aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut. 
15 Sehr oft hat einem Aufbau- oder Strukturierungsschritt , der 

zum Beispiel in einem Atzen, Sputtern oder einer Oxidabschei- 
dung bestehen kann, ein Planarisierungsschritt zu folgen, da 
der Schichtauf bau in der Regel nicht die erf orderlichen, 
hochprazisen Oberf lachenanf orderungen erfullt oder die Topo- 
20 grafie einer tiefer gelegenen Verdrahtungsebene wiedergibt, 
obwohl eine ebene Oberf lache geschaffen werden soil. Zur 
Planarisierung hat sich das chemisch-mechanische Polieren 
(CMP) weitgehend durchgesetzt . 

25 Beim CMP werden moglichst topograf ieselektiv hoher gelegene 

Oberf lachenbereiche durch ein Zusammenwirken flussiger Chemi- 
kalien und auf der Oberflache bewegter Abrasivkorper , wie zum 
Beispiel frei beweglicher oder in einem Poliertuch fixierter 
Polierkorner , prazise abgetragen. Oft ist nach der Planari- 

30 sierung noch ein weiterer Abtrag erf orderlich, der zum Bei- 
spiel gleichmaftig liber die gesamte Oberflache erfolgen soil. 
Bei manchen Anwendungen wird auch ein materialspezif ischer 
Abtrag gewunscht, wobei zwischen durch den CMP-Schritt frei- 
gelegten, hoheren Bereichen einer tiefer gelegenen Schicht 

35 und der planarisierten, zuoberst gelegenen Schicht unter- 
schieden wird. 
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Fur beide Formen des weiteren Abtrags ist die CMP-Methode nur 
unzureichend geeignet. Das CMP-Verf ahren zeigt zwar eine hohe 
Topograf ieselektivitat und eignet sich "somit ausgezeichnet 
fur Planarisierungsschritte, das Verfahren ist jedoch beim 
5 grossf lachigen, gleichmaftigen Abtrag einer bereits planari- 
sierten Flache haufig ineffizient. Insbesondere fur einen 
materialspezif ischen Abtrag ist sie sogar nachteilig, da 
zumindest die mechanische Komponente des CMP samtliche behan- 
delten Oberf lachenmaterialien angreift. In beiden Fallen 
10 bieten sich daher rein chemische Atzschritte an, wie das sog. 
- Ruckatzen, bei dem die zu bearbeitende Oberflache einer ge- 
9 eigneten, flussigen Zusammenset zung von Chemikalien ausge- 
setzt wird. 

15 Bei der Serienproduktion elektronischer Chips wird insbeson- 
dere der CMP-Schritt in der Regel losweise, das heifit unter 
gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Wafer durchgef uhrt . Dies 
hat eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis zur Folge. 
Dabei finden entsprechende Mehrkammer- und Mehrkopf anlagen 
20 zunehmend Verwendung. Moderne Anlagen sind so ausgestaltet , 
dass Schwankungen der Abtragsraten zwischen den unterschied- 
lichen Kopfen bzw. Kammern sehr gering sind. Allerdings kon- 
nen sich diese Schwankungen zusammen mit denjenigen vorange- 
gangener J3^arbeitungsschritte, wie zum Beispiel Grabenatzen 
5 oder Oxidabscheidung, zu einer Grofienordnung addieren, die 

mit den steigenden Toleranzanforderungen, welche sich aus den 
immer feiner werdenden Strukturen der Chips ergeben, nicht 
mehr vereinbar sind. 

30 Es werden daher vielfach Anlagen verwendet, bei denen im CMP- 
Bereich eine Messanordnung vorgesehen ist, mit welcher die 
Schwankungen innerhalb eines Loses durch Schichtdickenmessung 
jedes einzelnen Wafers ermittelt werden. Die Messergebnisse 
werden als Qualitatskriterium zur Entscheidung uber eine 

35 eventuelle Nachbearbeitung oder gegebenenf alls Verwendung des 
Loses bzw. einzelner Wafer verwendet. Bei sinkenden Toleran- 
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zen steigt aber hierdurch der Ausschuss in wirtschaf t lich 
nicht vertretbarem Mass. 

Von den verwendeten CMP-Verf ahren sind eine Reihe verschiede- 
ner Ausgestaltungen bekannt, wobei im Wesentlichen vier fun- 
dament ale Verfahren zu unterscheiden sind: 



1. das klassische CMP-Verfahren, 

2 . das Fixed-Abrasive-CMP-Verf ahren, 

10 3. das Electrochemical-Mechanical-Deposition-Verf ahren und 

4 . das Abrasive-Free-Slurry-Verf ahren . 

Die beiden let ztgenannten Verfahren besitzen praktisch nur 
Bedeutung fur das CMP von Oberflachen mit Kupfer als Leitma- 

15 terial und sind dariAber hinaus noch in der Entwicklung, wah- 
rend die beiden erstgenannten Verfahren, das heifit der klas- 
sische CMP-Prozess und der Fixed-Abrasive-CMP-Prozess allge- 
meine Bedeutung insbesondere bei der Verarbeitung von Polysi- 
liziumoxidschichten, Wolfram- und Kupf erschichten besitzen, 

20 wobei wegen der Nachteile des Fixed-Abrasive-CMP-Prozesses 

fast ausschliefilich der klassische CMP-Prozess genutzt wird. 



Bei der Herstellung hochintegrierter Schaltkreise wird viel- 
fach das klassische chemisch mechanische Polieren (CMP) zur 
25 Planarisierung von Dielektrika oder zur indirekten Struktu- 
rierung von Verdrahtungsebenen, das heisst zum Abtrag erhoh- 
ter Bereiche einer strukturierten Oberflache eingesetzt. 



30 



35 



Dabei wird im Fall des klassischen CMP-Verf ahrens eine mit 
Polierkornern vorzugsweise groiJer Harte versetzte, zum Teil 
basische Chemikalien enthaltende Flussigkeit, die so genannte 
„Slurry-L6sung" , zwischen die zu bearbeitende Oberflache 
eines Halbleiterwaf ers und ein Polierwiderlager , das so ge- 
nannte „Pad" gegeben. 
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Das Pad und die zu bearbeitende Oberflache stehen miteinander 
in flachigem Kontakt und werden relativ zueinander bewegt, so 
dass durch die sich zwischen beiden Oberflachen bewegenden 
Polierkorner ein Abrieb der zu bearbeitenden Oberflache er- 
5 zielt wird. 

Zur effizienten Planarisierung ungleichmaflig strukturierter 
Oberflachen ist eine Topograf ie-Selektivitat erwunscht. Das 
bedeutet, erhohte Bereiche sollen einen groBeren Abtrag er- 
10 fahren als tiefer gelegene Bereiche. Dies kann beim chemisch- 
^ mechanischen Polieren vor allem beim gemeinsamen Auftreten 
W von grofien und sehr kleinen Strukturen, nicht unter alien 
Umstanden gewahrleistet werden. 

15 Die mit der Slurry-Losung mitbewegten Polierkorner konnen 
auch in den tiefer gelegenen Regionen der Oberflache fur 
Abtrag sorgen, so dass zur vollstandigen Planarisierung ins- 
gesamt ein grofterer Abtrag notwendig wird, als lediglich die 
Schichtdicke der erhohten Strukturen. 

20 

Bessere Ergebnisse werden neuerdings durch das so genannte 
"Fixed Abrasive"-CMP erzielt. Dabei ist das Polierwiderlager 
mit einem Poliermittel, zum Beispiel einem Poliertuch, iiber- 
zogen, bei--welchem die Polierkorner in einem Polierkorntrager 
25 fixiert sind und nur bereichsweise uber dessen Oberflache 

hinausragen. Beim Fixed Abrasive-CMP werden das Poliermittel 
und die zu bearbeitende Oberflache miteinander in Kontakt 
gebracht und relativ zueinander in Bewegung gesetzt. Dies 
kann je nach spezieller Vorrichtung durch Bewegung nur einer 
30 Oder auch beider Oberflachen erfolgen. Zusatzlich konnen je 
nach Bedarf geeignete, fliissige Chemikalien beigegeben wer- 
den, urn gleichzeitig zu dem mechanischen einen chemischen 
Abtrag zu erzeugen. Da die Polierkorner mit der zu bearbei- 
tenden Oberflache nur an den tatsachlichen Beruhrungsstellen 
35 zwischen dem Poliermittel und der zu bearbeitenden Oberflache 
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wechselwirken, kann durch das Fixed Abrasive-CMP eine beson- 
ders hohe Topograf ie-Selektivitat erzielt werden. 

Im genau definierten fein mechanischen Sinn handelt es sich 
5 beim Fixed Abrasive-CMP vielmehr urn ein Schleifen als ein 

Polieren, da die Schleif- bzw. Polierkorner nicht frei beweg- 
lich sondern ungeordnet in einem Trager und insbesondere an 
seiner Oberflache fixiert sind. Gleichwohl hat sich im allge- 
meinen Sprachgebrauch der Begriff "Polieren" eingeburgert , so 
10 dass er in diesem Zusammenhang weiter verwendet wird. 

i Es lasst sich nicht vermeiden, dass sich wahrend des Bearbei- 
tungsvorgangs im Abhangigkeit vom Typ des Wafers und/oder des 
Poliermittels eine zum Teil erhebliche Anzahl von Polierkor- 

15 nern aus dem Trager losen, so dass einerseits stets auch ein 
"echter" Polierprozess stattfindet und andererseits das Po- 
liermittel mit der Zeit stumpf oder aggressiv wird, wodurch - 
der Abtrag pro Bearbeitungszeit nachlasst bzw. ansteigt. 

20 Dieser Effekt ist in der Serienproduktion, bei der eine gros- 
se Anzahl von Wafern nacheinander demselben CMP- 
Arbeitsschritt unterzogen werden, aulierst unerwunscht, da die 
gleichen voreinstellbaren Parameter eines Arbeit sschrittes , 
wie zum Beispiel Bearbeitungszeit, gewahlte Chemikalien etc. 
25 je nach Abnutzungszustand des Poliermittels zu unterschiedli- 
chen Ergebnissen fuhren wurden. Insbesondere bei immer klei- 
ner werdenden Strukturen sind derartige Schwankungen nicht 
tolerierbar . 

30 Ein im Ergebnis ahnliches Phanomen tritt auch beim oben er- 
lauterten klassischen CMP-Verf ahren auf . Allerdings sind die 
zur Abstumpfung fuhrenden Prozesse anderer Art. Beim klasi- 
schen CMP-Verf ahren "verglast" die eigentlich elastische 
Oberflache des Pads, das heisst die Poren des Pads setzen 

35 sich mit kleineren Polierkornern und insbesondere mit von der 
zu bearbeitenden Oberflache abgetragenem Material zu. Dies 
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fuhrt zu einer harten und ebenen Padoberf lache , wodurch deut- 
lich veranderte Abtragsraten erzeugt werden. Diesem Befund 
wird in der Regel mit einem reinigenderi Aufrauhen der Pad- 
Oberf lache mit Hilfe einer Diamantnadel begegnet . Das Verfah- 
5 ren ist jedoch fur die Fixed-Abrasive-Methode zu grob und 

wurde zur Zerstorung des im Wesentlichen porenfreien Polier- 
korntragers fiihren, so dass es nicht zur Anwendung geeignet 
ist . 

10 Diesem Problem wird daher derzeit durch schrittweisen Aus- 
fc tausch des Poliermittels jeweils vor der Bearbeitung eines 
P neuen Wafers begegnet. So bieten bestimmte CMP-Vorrichtungen 
einen automatischen Poliermittelvorschub ("roll-to-roll po- 
lisher"). Eine derartige Apparatur ist jedoch in zweifacher 
15 Hinsicht kostenintensiv . Zum einen erfordert eine solche 
Vorrichtung einen erheblichen, mechanischen Aufwand. Zum 
anderen fuhrt es zu einem ubermafiigen Poliermittelverbrauch, 
wodurch weitere Kosten entstehen. Das ublicherweise verwende- 
te Poliertuch, muss hinsichtlich seiner mechanischen Eigen- 
20 schaften sowie hinsichtlich der Anzahl, Grofie und Gleichma- 
liigkeit der Polier korner und aufgrund der aulierst geringen 
Grofie der zu bearbeitenden Strukturen hochsten Prazisionsan- 
forderungen genugen. Die Fertigung ist daher aufwandig und 
entsprechead teuer . 
5 

Beim klassischen CMP-Verf ahren treten indes eine Reihe von 
Nachteilen auf, wie beispielsweise der so genannte Dishing- 
Effekt, das heilit das Auskehlen von Oberf lachenstrukturen . 
Der relativ hohe Verbrauch an Slurry-Losung sowie die Handha- 

30 bung der zu verwendenden Slurry-Losungen . So muss die Slurry- 
Losung in regelmafligen Zeitabstanden bewegt werden um eine 
gleichmafiige Verteilung der suspendierten Teilchen zu errei- 
chen und eine Absetzung der Abrasivteilchen zu verhindern. 
Die verwendeten Abrasivteilchen weisen haufig einen mittleren 

35 Durchmesser von 100 nm bei einer Verteilung von 40 bis 200 nm 
auf, so dass diese Teilchen als makros kopische Systeme be- 
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trachtet werden miissen, die insbesondere der Schwerkraft 
ausgesetzt sind und nicht durch reine Diffusion wie mikrosko- 
pische Teilchen in der Schwebe gehalteri werden. 

5 Ferner kann im Fall von vorliegenden Slurry-Dispersionen 
durch die unterschiedlichen Grenzf lacheneigenschaf ten von 
Abrasivteilchen und Slurry-Losung bei zu tiefen Temperaturen 
eine Phasentrennung auftreten, wodurch die Slurry-Dispersion 
fur die Verwendung unbrauchbar wird. 

10 

Auch beim so genannten Fixed-Abrasive-CMP-Verf ahren miissen 
einige Nachteile in Kauf genommen werden. So sind beispiels- 
weise im Vergleich zum klassischen CMP-Verf ahren vollig neue 
Anlagenapparaturen vonnoten. Ferner treten beim Fixed- 
15 Abrasive-CMP-Verf ahren hohe Abtragsratenschwankungen auf , die 
zu einer inhomogenen Oberf lachenbehandlung fuhren. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein CMP-Verf ahren zur 
Verfugung zu stellen, bei dem sowohl kein Auskehlungsef f ekt 
20 als auch keine Abtragsratenschwankungen auftreten. Ferner 

sollte der Verbrauchsmittelverbrauch, insbesondere an verwen- 
deter Slurry-Losung und Abrasivteilchen moglichst gering 
sein. Zudem ist es wunschenswert , wenn die zu verwendenden 
4£H Slurry-Losuxig ohne groftere Aufbereitung eingesetzt werden 
^^:5 kann und die Lagerung uber langere Zeitraume ohne Beeintrach- 
tigung der Qualitat der Slurry-Ldsung gewahrleistet ist. 

Daruberhinaus sollten bereits bewahrte und im Einsatz befind- 
liche CMP-Anlagen nach geringem Umriistungsauf wand weiter 
30 verwendet werden konnen . 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Schleif kissen zum nassche- 
mischen Schleifen einer Substratoberf lache umfassend zumin- 
dest eine Polymermatrix mit Wiederholungseinheiten aufweisen- 
35 den Polymeren und einer Wasserloslichkeit von 0.03 bis 3 g/1, 
wobei in die Polymermatrix Abrasivteilchen eingebettet sind. 
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Die Vorteile des er f indungsgemalien Schleif kissens liegen 
darin, dass durch die definierte Wasserloslichkeit und eine 
relative starre Polymermatrix kein Auskehlen (sog. „Dishing" ) 
von Oberf lachenstrukturen auftritt und dadurch die Oberfla- 
5 chen unter weitgehender Schonung der sensiblen Strukturen 
geglattet werden. 

Beziiglich der Wasserloslichkeit der Polymermatrix sind Ex- 
tremwerte, d.h. eine weitgehene Wasserloslichkeit oder - 
unloslichkeit zu vermeiden. Weist die Polymermatrix eine zu 
geringe Wasserloslichkeit auf, so erfolgt ein zu starkes 
Abschleifen der Substrate mit einer moglichen Zerstorung von 
feinen Oberf lachenstrukturen . Bei einer zu hohen Wasserlos- 
lichkeit ist hingegen der Abschleif ef f ekt zu gering, so dass 
der Polierprozess eine relativ lange Zeit in Anspruch nimmt. 
Zudem ist in diesem Fall der Verbrauchsmittelverbrauch an 
Slurry-Losung und Polymermatrix sehr hoch und damit unwirt- 
schaf tlich . 

Die Wasserloslichkeit der Polymermatrix ist dahingehend zu 
optimieren, dass sowohl eine ausreichende Freisetzung von 
Abrasivteilchen gewahrleistet ist, urn einen effektiven Po- 
lierprozess sicherzustellen als auch die Abtragsrate des 
Schleif klsaens moglichst gering zu halten, damit der 
Verbrauchsmittelverbrauch minimiert wird. Die Einstellung der 
Wasserloslichkeit erfolgt dabei uber die Anteile an wasser- 
loslichen- und unloslichen Monomereinheiten, aus denen die 
Polymermatrix aufgebaut wird. 

30 Durch die konstante Freisetzung von Abrasivteilchen werden 
daruber hinaus die Abtragsratenschwankungen minimiert , da 
nur die wirklich benotigte Menge an Abrasivteilchen fur den 
Polierprozess zur Verfugung steht. Uberschusse und Defizite 
an vorhandenem Abrasivmaterial wie sie bei herkommlichen 

35 Prozessen auftreten werden vermieden. Dadurch wird ein weite- 
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rer Beitrag zu einer moglichst schonenden und gleichmaftigen 
Oberf lachenbehandlung geleistet . 

Da die Abrasivteilchen durch das Schleif kissen zur Verfugung 
gestellt werden, muss lediglich die eigentliche Slurry-Losung 
ohne die darin normalerweise enthaltenen Abrasivteilchen 
bereitgestellt werden. Dadurch sinkt zum einen der Verbrauch 
an benotigter Slurry-Losung, da die Zugabe der Losung exakt 
in Abhangigkeit von der Abtragsrate begrenzt werden kann und 
zum anderen auch der Verbrauch an Abrasivteilchen, da durch 
die definierte Abtragsrate lediglich die Anzahl an Abrasiv- 
teilchen freigesetzt werden, die fur die Durchfuhrung des 
Polierprozesses benotigt werden. 

15 Bei langerer Lagerung besteht ferner kein Risiko einer Abset- 
zung von unloslichen Teilchen als Sediment oder die Moglich- 
keit einer Phasentrennung bei niedrigeren Temperaturen, wo- 
durch die Verwendbarkeit der Slurry-Losung deutlich einge- 
schrankt wiirde. 

20 

Als Slurry-Losung kann im einfachsten Fall Wasser verwendet 




werden, dem gegebenfalls einige Zusatze beigemengt werden. Urn 
die pH-Stabilitat der Slurry-Losung zu gewahrleisten ist die 
Zugabe vojV-pH-Regulatoren wie beispielsweise von Puffersyste- 
men geeignet. Der zu wahlende pH-Bereich, den die Slurry- 



Losung aufweisen sollte, ergibt sich in Abhangigkeit von dem 
zu polierendem Oberf lachenmaterial . 

So ist bei siliziumhaltigen Oberflachen ein alkalischer pH- 
30 Wert von 10 bis 11 zu wahlen, wahrend bei wolf ramhaltigen 

Oberflachen ein eher saurer pH-Wert von etwa 2 angezeigt ist. 

Das zu verwendende Puffersystem bestimmt sich dabei aus dem 
pH-Bereich, der stabilisiert werden soil. So finden im alka- 
35 lischen Bereich Puffer auf Hydrogencarbonat- und/oder Hydro- 
genphosphatbasis Verwendung, wahrend bei aciden pH-Werten 
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beispielsweise ein Dihydrogenphosphat- oder ein Hydro- 
genphthalatpuf f er eingesetzt werden kann. 

Die Handhabung der Slurry-Losung wird dadurch erheblich ver- 
5 einfacht, da es sich urn echte Losungen handelt und keine 
aufwendigen Mischungen von eigentlicher Slurry-Losung und 
Abrasivteilchen hergestellt werden mussen. Die Vorbereitung 
dier Slurry-Losung beschrankt sich somit auf die Einstellung 
des gewunschten pH-Wertes und der Oxidationsf ahigkeit durch 
10 Zugabe von geeigneten Puf f ersystemen und Oxidationsmitteln . 




Die Polymermatrix selbst sollte dabei weitgehend pH- 



unabhangig sein und insbesondere auch den pH-Wert der Losung 
nicht beeinf lussen, d.h. keine sauren oder basischen Gruppen 
15 aufweisen. Wurde als Ausgangsmaterial fur die Polymermatrix 
eine pH-labile Verbindung wie beispielsweise Polyacrylsaure 
verwendet, so konnen im Verlauf des Polierprozesses Zerset- 
zungsvorgange auftreten, welche die Beschaf f enheot und Mate- 
rialqualitat der Polymermatrix negativ beeinf lussen wurden. 

20 

Fur das Polieren von Waf ersubstraten auf Siliziumbasis hat 
sich die Verwendung einer 0.1%-ige Na 2 C0 3 -Losung als Puffer- 
system bewahrt. 

5 Dariiberhinaus konnen zusatzlich Oxidationsmittel wie z.B. 
Eisen (III) -nitrat zugegeben werden urn den Polierprozess zu 
unterstutzen. Hierbei hat sich eine 0.5%-ige Fe (N0 3 ) 3-Losung 
bewahrt. Die Oxidationsmittel bewirken eine Oxidation der 
metallischen bzw. halbmetallischen Oberf lachenatome, wodurch 
30 die Loslichkeit erhoht wird und der Polierprozess schneller 
ablaufen kann. 

Die fur den eigentlichen Polierprozess verantwortlichen Abra- 
sivteilchen werden nur in dem Mali freigesetzt, wie sie fur 
35 eine sichere Gewahrleistung des Polierprozesses benotigt 
werden, wahrend bei klassischen CMP-Verf ahren haufig ein 
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Uberschuss ocier ein Defizit dieser Teilchen vorliegt. Der 
Verbrauch an Abrasivmaterialien wird somit auf das notwendige 
Mali beschrankt. 

Das erf indungsgemafte Schleif kissen kann ohne grofteren Aufwand 
in bestehende Anlagen eingefiigt werden, so dass nur geringe 
Umrustungs- und Wartungskosten entstehen. 

Da das erf indungsgemafie Schleif kissen das herkommliche klas- 
sische Schleif kissen ersetzt, wird zum einen kein weiteres 
Schleif kissenmaterial mehr benotigt und zum anderen kann die 
oft aufwandige Preparation des klassischen Schleif kissens wie 
beispielsweise die Erzeugung einer definierten Oberflachen- 
struktur durch Auf rauhungsverf ahren entf alien. 

Die Wiederholungseinheiten aufweisenden Polymere konnen so- 
wohl organische als auch anorganische Polymere sein. Organi- 
sche Polymere zeigen durch die Verwendung einer kombinations- 
reichen organischen Synthesechemie eine hohen Gestaltungs- 
vielfalt, wodurch die Polymermatrix an unterschiedlichste 
Umgebungsbedingungen angepasst werden kann. 

^Demgegenuber weisen anorganische Polymere, wie beispielsweise 
Systeme aufL Siliziumbasis, den Vorteil einer meist hoheren 
chemischen Resistenz auf, wenngleich die strukturellen Mog- 
lichkeiten gegenuber organischen Systemen eingeschrankt ist. 
Demgegeniiber entfallt jedoch bei anorganischen Verbindungen 
die Beschrankung auf die geringe Anzahl typisch „organischer" 
Elemente wie Kohlenstoff, Wasserstoff , Sauerstoff , Stick- 
stoff, Schwefel und Phosphor, so dass prinzipiell auf bis zu 
100 verschiedene Elemente zuriickgegrif f en und ein sehr brei- 
tes Eigenschaf tsspektrum realisiert werden. 

Bevorzugt wird die Wasserloslichkeit der Polymermatrix durch 
die Hydrophilie der Wiederholungseinheiten bestimmt. Als 
Grundbausteine der daraus gebildeten Polymere kann die Was- 
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serloslichkeit der aus den Polymeren gebildeten Polymermatrix 
unmittelbar bestimmt werden. Zudem sind die Wiederholungsein- 
heiten vom chemischen Standpunkt aus betrachtet relativ ein- 
fache gut zu beherrschende System und im Gegensatz zu einzel- 
5 nen Polymeren Oder gar Polymermischungen definiert und ge- 
zielt veranderbar. 

Geeigneterweise wird die Wasserloslichkeit der Polymermatrix 
durch Wiederholungseinheiten bestimmt, welche jeweils gegen- 
10 satzliche Wasserloslichkeiten aufweisen. Durch die Kombinati- 
on von wasserloslichen und wasserunloslichen Wiederholungs- 
P einheiten konnen Copolymere mit einer definierten Wasserlos- 
lichkeit synthetisiert werden. 

15 Die Steuerung der Wasserloslichkeit bei festgelegten Wieder- 
holungseinheiten kann dabei sowohl uber den Anteil der was- 
serloslichen und/ oder wasserunloslichen Wiederholungseinhei- 
ten oder uber die ortliche Verteilung innerhalb des Polymeren 
gesteuert werden. Im ersten Fall werden Copolymere mit einer 

20 statistischeri Verteilung der Wiederholungseinheiten erhalten, 
wahrend die zweite Moglichkeit zu einem wasserloslichen/- 
unloslichen Homopolymer mit wasserunloslichen/-16slichen 
Endgruppen f uhrt . 




25 Der Polymerisationsgrad der erhaltenen Polymere sollte 10000 
nicht iiberschreiten, wobei die Molmasse in einem Bereich 
zwischen 3000 und 200000 liegen sollte. Bei geringeren Mol- 
massen ist die Konsistenz der Polymermatrix zu weich und der 
Abtrag wahrend des Polierprozesses sehr hoch. Dadurch wird 

30 die Einsatzf ahigkeit des Schleif kissens stark eingeschrankt . 
Andererseits werden bei einer zu hohen Molmasse von uber 
200000 die durch die Funktionalitat der Wiederholungseinhei- 
ten eingefiihrten hydrophilen bzw. hydrophoben Eigenschaf ten 
zwangslaufig uberdeckt und die Wasserloslichkeit der Polymer- 

35 matrix ist schwer zu kontrollieren . 
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Die Variation der Molmassen bietet dabei jedoch die Moglich- 
keit den Schmelzpunkt der Polymermatrix gezielt einzustellen 
und somit an die aufieren Prozessbedingungen anzupassen. Bei 
mechanischen Polierprozessen wird im allgemeinen ein hoher 
Betrag an Reibungswarme freigesetzt, der nicht ohne weiteres 
sofort abgefuhrt werden kann und deshalb zu einer lokalen 
Erhitzung von Substrat- und Schleif kissenoberf lache f iihrt . 
Diese Erwarmung beeinflusst wesentlich die mechanischen Ei- 
genschaften wie Harte und Volumen der beteiligten Korper. 
Durch geeignete Wahl der Molmassen der an der Polymermatrix 
beteiligten Polymere kann darauf Einfluss genommen und entge- 
gengesteuert werden . 

Da vernetzte Polymere zu Quellungserscheinungen neigen, wo- 
durch die mechanische Stabilitat der Polymermatrix gefahrdet 
ist, sind lineare Systeme zu bevorzugen. Auch treten bei 
Quellungen unvorhersehbare Anderungen des Volumens auf, so 
dass der exakt einzuhaltende Abstand zwischen Schleif kissen 
und Substratoberf lache nicht mehr kontrolliert werden kann 
und durch auftretende Druckkrafte Zerstorungen der Oberflache 
nicht auszuschliefien sind. 

Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Hydrophilie der Wiederho- 
lungseinheiien durch an die Wiederholungseinheiten angebunde- 
ne polare oder unpolare Gruppen bestimmt ist. An die Wieder- 
holungseinheiten angebundene Gruppen lassen sich leichter und 
unkomplizierter an die aufleren Bedingungen anpassen als die 
Grundgeruste der Wiederholungseinheiten. 

Die angebundenen Gruppen liegen haufig an den aufieren Berei- 
chen der Wiederholungseinheiten und sind somit fur chemische 
Agenzien leicht zuganglich. 

Auch konnen die Eigenschaf ten der an die Wiederholungseinhei- 
ten angebundenen Gruppen zwar fur die Hydrophilie des resul- 
tierenden Polymers bzw. Polymermatrix geeignet fur die Syn- 
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these des Polymers aber nachteilig sein. So wird beispiels- 
weise Polyvinylalkohol durch Polymerisation von Vinylacetat 
und anschliefiendes Verseif en und nicht "durch Polymerisation 
von Vinylalkohol dargestellt, da das Acetatmonomere durch den 
elektronenziehenden Effekt der Carbonylgruppe eine abge- 
schwachte Elektronendichte der Kohlenstof f -Kohlenstof f- 
Doppelbindung und damit im Vergleich zum Vinylalkoholmonome- 
ren eine hohere Reaktivitat bewirkt. 

Gleichwohl ist die Hydroxylgruppe wegen ihres ausgepragt 
hydrophilen Charakters im resultierenden Polymer erwunscht, 
so dass eine Abspaltung der Acetatgruppe durch Verseifen 
unter Ausbilden des Alkohols erforderlich ist. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Wiederholungseinheiten 
von einer unpolaren oder polaren Monomereinheit abgeleitet 
sind. Die Hydrophilie und die Wasserloslichkeit der Polymer- 
matrix wird unmittelbar durch die hydrophilen Eigenschaf ten 
der Wiederholungseinheiten und der daraus gebildeten Polymere 
bestimmt . 

Der einfachste Weg die Hydrophilie der Wiederholungseinheiten 
und damit der Polymermatrix zu bestimmen, besteht darin als 
ursprungliche Wiederholungseinheiten unpolare oder polare 
Monomereinheiten zu verwenden. 

Diese Monomereinheiten sind in einer grossen Auswahl mit 
einer jeweils gut bekannten bzw. erkennbaren Wasserloslich- 
keit erhaltlich und erlauben eine gezielte und definierte 
Synthese von Polymeren deren Eigenschaf ten bezuglich der 
Wasserloslichkeit aus der Struktur abgeleitet werden konnen. 

Als mogliche polare Monomereinheiten konnen beispielweise 
Vinylalkohol, Acrylsaure, Ethylenimin oder Ethlyenoxid ver- 
wendet werden. Als unpolare Monomereinheiten sind Propylen, 
Ethylen, a-Methlystyren und Vinylchlorid geeignet . 
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Diese Monomereinheiten sind kommerziell in grosser Menge 
kostengunstig zu erwerben und genugend reaktiv urn eine rasche 
Polymerisation zu gewahrleisten . Fernef zeigen diese Monomer- 
einheiten eine ausreichend hohe Auspragung ihrer hydrophi- 
5 len/hydrophoben Eigenschaf ten . 

Es ist bevorzugt, wenn die unpolare Monomereinheit Styrol und 
die polare Monomereinheit Vinylpyrrolidon ist. Beide Monomer- 
einheiten sind kostengunstig in grossem Maftstab kommerziell 
10 erhaltlich und ausreichend reaktiv. Aulier geringen Reizer- 
^ scheinungen sind bei beiden Monomeren keine kurz- oder lang- 

fristigen toxischen Wirkungen bekannt, so dass diese Monomer- ■ 
einheiten verhaltnismafiig unproblematisch in der Handhabung 
sind und keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfordern. 



Die unpolaren bzw. polaren Eigenschaf ten sind durch den aro- 
matischen Benzolring bei Styrol bzw. den Pyrrolidonring stark 
ausgepragt, so dass durch geschickte Wahl der Monomereintei- 
lung ein sehr breites Spektrum von rein hydrophilen Eigen- 
20 schaften, bei ausschlieftlicher Verwendung von Vinylpyrroli- 
don, bis zu hydrophoben Eigenschaf ten, bei ausschlieftlicher 
Verwendung von Styrol, verwirklicht werden kann. 



25 rolidon durch eine hohe chemische Stabilitat aus, die eine 

Lagerung uber langere Zeitraume erleichtert und sich auch auf 
die daraus synthetisierten Polymere hinsichtlich der chemi- 
schen Resistenz positiv auswirkt. Ferner ist Vinylpyrrolidon 
gegenuber dem pH-Wert der Slurry-Losung weitgehend inert, so 

30 dass diesbezuglich keine Einschrankung besteht. 

Die haufig bei polaren Monomereinheiten auftretende Problema- 
tik einer unzureichenden Stabilitat gegenuber veranderlichen 
pH-Werten der Slurry-Losung oder einer unmittelbaren Beein- 
35 flussung der Aciditat dieser Losung durch angebundene saure 
und/oder basische funktionelle Gruppen tritt bei Vinylpyrro- 



15 




Daruber hinaus zeichnen sich sowohl Styrol als auch Vinylpyr- 
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lidon nicht auf . Diese Monomereinheit erweist sich gegenuber 
von der Neutralitat abweichenden pH-Werten als ausreichend 
inert und zeigt zudem keine ausgepragte Wirkung auf den be- 
stehenden pH-Wert der Losung. 

Diese Tatsache erleichtert die in Abhangigkeit vom zu polie- 
renden Material zu bestimmende Auswahl eines geeigneten pH- 
Wertes ohne den Einfluss der Polymermatrix oder eine mogliche 
Zersetzung dieser Matrix berucksichtigen zu mussen. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemafJen 
Schleif kissens enthalten die Abrasivteilchen ein oder mehrere 
Oxide, welche ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus 
Aluminiumoxid, Siliziumoxid und Ceroxid. 

Diese Oxide besitzen aufgrund ihrer Struktur eine zum Polie- 
ren der Substratoberf lache ausreichend hohe Harte und stehen 
preisgunstig zur Verfiigung. Die Gewinnung erfolgt entweder 
einfach aus den Ausgangsmetallen durch Oxidation oder durch 
Abbau der in der Natur vorliegenden Vorkommen. So stehen 
Aluminiumoxid als Korund und Siliziumdioxid als Quarzsand in 
grolier Menge zur Verfiigung. 

Neben denu exf indungsgemafien Schleif kissen ist f erner Gegens- 
tand der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung zum che- 
misch-mechanischen Polieren einer Waferoberf lache mit einem 
oben beschriebenen Schleif kissen . 

Insbesondere in der Halbleitertechnologie besteht ein grolier 
Bedarf nach Waf ersubstraten mit einer aufierst homogenen Ober- 
flache, die durch chemisches-mechanisches Polieren erzeugt 
werden. Das erf indungsgemafte Schleif kissen ist fur einen 
derartigen chemischen-mechanischen Polierprozess sehr gut 
geeignet. Dabei konnen die bestehenden Anlagen weiter verwen- 
det werden, so dass kostenintensive Umbauarbeiten entfallen 
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und die Vorteile des erf indungsgemafien Schleif kissens unmit- 
telbar genutzt werden konnen. 

Das erf indungsgemafie Schleif kissen kann vorteilhaft bei alien 
5 Prozessen zum Einsatz kommen, bei denen Wafer- und andere 
Substratoberf lachen geglattet werden sollen. 

Gegenstand der Erfindung ist deshalb ferner ein Verfahren zum 
nasschemischen Schleifen einer Substratoberf lache, wobei das 
10 erf indungsgemafte Schleif kissen verwendet wird. 




Die Erfindung wird nun anhand von Figuren naher erlautert. 



15 



20 
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Dabei zeigt : 

Fig. 1 eine klassische Vorrichtung zum 'chemisch-mechanischen 
Polieren; 

5 

Fig. 2 eine Vorrichtung zum chemisch mechanischen Polieren 
einer Waf eroberf lache mit dem erf indungsgemafien Schleifkis- 
sen; 

10 Fig. 3 eine schematische Darstellung des erf indungsgemafien 




Schleif kissens ; 



Fig. 4 eine Strukturdarstellung eines Styrol-Vinylpyrrolidon- 
Copolymers . 

15 

Fig. 1 zeigt eine klassische Vorrichtung zum chemisch- 
mechanischen Polieren eines Substrates 3, wie einem Silizium- 
wafer und ihre herkommliche Verwendung. Auf einem rotierendem 
Poliertisch 7 ist ein herkommliches Schleif kissen 6 aufge- 

20 bracht. Dieses Schleif kissen 6 besteht zumeist aus einem 

angerauhten, lederartigen Schaumleder oder einem dunnen gum- 
miartigen Kunststoff mit einer Dicke von ca . 1.5 bis 2 mm. 
Uber eine Slurry-Zulief erung 4 wird die Slurry-Losung 5 auf 
das Schleifjcissen 6 aufgetropft. Wegen der angerauhten Ober- 

25 flache des Schleif kissens 6 und der hydrophilen Eigenschaft 
dieser Oberflache sowie unterstutzt durch die aufgrund der 
raschen Rotation des Poliertisches 7 wirkenden Zentrifugal- 
krafte bildet sich auf dem Schleif kissen 6 ein weitgehend 
homogener Slurry-Film 5a aus. Durch den Substrathalter 1 wird 

30 das Substrat 3 auf das herkommliche Schleif kissen 6 leicht 
aufgedriickt, wobei zwischen Substrat 3 und herkommlichen 
Schleif kissen 6 der Slurry-Film 5a verbleibt. Durch die me- 
chanische Belastung und die Elastizitat des herkommlichen 
Schleif kissens 6 bildet sich ein Abdruck des Substrates 3 auf 

35 dem herkommlichen Schleif kissen 6 aus. 
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Die Slurry-Losung 5 besteht im wesentlichen aus Wasser und 
Abrasivteilchen 9 mit einem Durchmesser zwischen 50 bis 200 
nm. Als Materialien fur die Abrasivteilchen 9 werden zumeist 
harte stabile Metalloxide wie Aluminiumoxid, Siliziumoxid 
oder Ceroxid verwendet. Zusatzlich sind in der Slurry-Losung 
haufig pH-Wert-stabilisierende Puffersystem und Oxidations- 
mittel enthalten. 

Die Abrasivteilchen 9 weisen eine hohere Harte auf, als das 
Substrat 3 und bewirken durch die mechanische Drehbewegung 
von Poliertisch 7 und Substrathalter 1 einen Abrieb auf der 
Oberflache des Substrates 3, der einer Glattung der Oberfla- 
che des Substrates 3 entspricht. 

Die Rotationsbewegung von Poliertisch 7 und Substrathalter 1 
hat ferner die Aufgabe, dass sowohl eine Durchmischung der 
auf dem Schleif kissen 6 befindlichen Slurry-Losung 5 erfolgt 
und zum anderen die sich gegeniiberliegenden Bereiche von 
Schleif kissen 6 und Substrat 3 standig erneuert werden, wo- 
durch mogliche Unregelmaliigkeiten auf dem Schleif kissen 6 und 
deren Beeintrachtigung des Polierprozesses in ihrer Wirkung 
unterdriickt werden. 

Das Substrat 3 wird von einem rotierendem Substrathalter 1 
gehalten, wobei sich zwischen Substrathalter 1 und dem Sub- 
strat 3 noch ein Haltekissen 2 befindet. Das Haltekissen 2 
dient zur Stossabdampf ung und zum Schutz vor einer Beschadi- 
gung der Oberflache des Substrates 3 durch den Substrathalter 
1. Der Substrathalter 1 fixiert das Substrat 3 uber dem 
Schleif kissen 6 derart, dass eine moglichst exakte parallele 
Orientierung zwischen Substrat 3 und Schleif kissen 6 gewahr- 
leistet ist, wobei die Oberflache des Substrates 3 vollstan- 
dig einem aufteren Bereich des Schleif kissens gegenuberliegt . 
Je grofier der radiale Abstand des Substrates von der Achse 
des rotierenden Poliertisches 7 , desto hoher ist die tatsach- 
liche gegenseitige Geschwindigkeit der Oberflache des Sub- 
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strates 3 zum Schleif kissen 6 und desto grower der Polieref- 
fekt . 

1st die gegenseitige Orientierung nicht exakt parallel, so 
kommt es lokal zu einer mechanischen Uberbelastung des Sub- 
strates 3 die einen ungleichmaftigen Poliereffekt der Oberfla- 
che des Substrates oder sogar den Bruch des Substrates 3 zur 
Folge haben kann. Zwischen dem Substrat 3 und dem Schleif kis- 
sen 6 muss ein Zwischenraum verbleiben, in den die Slurry- 
Losung 5 eindringen und den Abtrag der Oberflache des Sub- 
strates 3 bewirken kann. Daruber hinaus ist unbedingt ein 
unmittelbarer Kontakt von Substrat 3 und Schleif kissen 6 zu 
vermeiden, da dadurch hohe mechanische Belastungen auftreten 
und Defekte auf der Oberflache des Substrates 3 erzeugt wer- 
den, welche das Substrat 3 fur die weitere Verarbeitung un- 
brauchbar machen. 

Fig. 2 zeigt nun eine vergleichbare wie in Fig. 1 vorgestell- 
te Vorrichtung zum chemisch-mechanischen Polieren, wobei 
jedoch das herkommliche Schleif kissen 6 durch das erfindungs- 
gemafie Schleif kissen 8 ersetzt ist. Die Slurry-Losung 5 ent- 
halt bei der erf indungsgemaften Vorrichtung lediglich Wasser 
und losliche Bestandteile wie Puffersystem und Oxidationsmit- 
tel, jedo.cli. keine Abrasivteilchen 9. Die fur den Polierpro- 
zess notwendigen Abrasivteilchen 9 werden durch das erfin- 
dungsgemafte Schleif kissen 8 bereitgestellt . Die Slurry-Losung 
5 wird uber eine Slurry-Zulief erung 4 auf das erf indungsgema- 
fte Schleif kissen 8 aufgetropft. Durch die definierte Wasser- 
loslichkeit der Polymermatrix 10 in Verbindung mit der mecha- 
nischen Belastung zwischen Substrat 3 und Schleif kissen 8 
hervorgeruf en durch die Rotationsbewegungen des Poliertisches 
7 und des Substrathalters 1 wird die Polymermatrix 10 allmah- 
lich aufgelost, wodurch die in der Polymermatrix 10 enthalte- 
nen Abrasivteilchen 9 freigelegt werden und fur den Polier- 
prozess zur Verfiigung stehen. 
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Die Loslichkeit der Polymermatrix ist durch die Anteile an 
wasserloslichen und wasserunloslichen Monomereinheiten so 
eingestellt, dass zum einen genugend Abrasivteilchen 9 frei- 
gesetzt werden und zum anderen das Schleif kissen 8 nicht zu 
5 rasch abgetragen wird. Im Gegensatz zu einer her kommlichen 
Vorrichtung kann das Substrat 3 unmittelbar mit dem Schleif- 
kissen 8 in Kontakt gebracht werden ohne Beschadigungen des 
Substrates 3 befurchten zu mussen. Ein gewisser mechanischer 
Kontakt zwischen Substrat und Schleif kissen ist sogar erfor- 
10 derlich, urn den notigen Abrieb des Schleif kissens 8 und damit 
^ die Freisetzung von Abrasivteilchen 9 zu erzeugen. 

Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung gibt das Schleif kissen 
anders als im Fall eines her kommlichen Schleif kissens 6 nicht 
15 nach. Dadurch wird ein ausschliefilich horizontaler Abrieb 

bewirkt und der bei herkommlichen Vorrichtungen auftretende 
Effekt des Auskehlens von Oberf lachenstrukturen (sog. Dish- 
ing) vermieden. 

20 In Fig. 3 ist schematisch der Aufbau des erf indungsgemaften 

Schleif kissens 8 gezeigt. Hauptbestandteil ist eine Polymer- 
matrix 10 mit einer definierten Wasserloslichkeit. Die Was- 
serloslichkeit der Polymermatrix 10 ist durch den Anteil an 
^ wasserl6sli_chen/-unloslichen Monomereinheiten bestimmt. In- 

25 nerhalb der Polymermatrix 10 sind die Abrasivteilchen 9 ein- 
gebettet. Wahrend des Polierprozesses werden die Abrasivteil- 
chen 9 durch die Slurry-Losung 5 unter Auflosung der Polymer- 
matrix 10 allmahlich freigesetzt. 

30 Fig. 4 zeigt eine strukturelle Darstellung eines fur die 

Polymermatrix 10 verwendbaren Polymeren. Als wasserlosliche 
Monomereinheit wird Vinylpyrrolidon und als wasserunlosliche 
Monomereinheit Styrol verwendet, so dass ein Copolymer erhal- 
ten wird. Durch Variation des Styrolanteils (X) und/oder 

35 Vinylpyrroldonanteils (Y) kann die Wasserloslichkeit des 
resultierenden Copolymeren definiert eingestellt werden. 
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Die Erfindung wird nun anhand von Beispielen naher erlautert . 

Beispiel 1 (Laborstadium) 

5 In einem Becherglas mit einem Fassungsvermogen von 100 ml 

werden 10 g pulverf ormiges Aluminiumoxid (Aluminia Polishing 
Powder CR 85, Baikowskie Chimie, Charlotte, NC) und 30 g 
Marlipal 1618/25 (lineares Fettalkoholethoxilat mit 16 - 18 
Kohlenstof f atomen im Fettalkoholrest und 25 mol Ethylenoxid 

10 in der hydrophilen Gruppe/Sasol , SA) gegeben und die Mischung 
anschliessend auf einer Heizplatte auf eine Temperatur von 
etwa 120°C erhitzt. Dabei schmilzt das Marlipal und das Alu- 
miniumoxidpulver wird mit einem mit Poly-tetraf luorethylen 
ummantelten Thermometer durch Ruhren in der Marlipal-Schmelze 

15 gleichmaftig verteilt. 

Zu Beginn des Einruhrens verklumpt das Aluminiumoxid etwas, 
die Klumpen verschwinden aber nach ein paar Minuten und es 
entsteht eine vollig homogene Schmelze/Mischung . 

20 

1st eine homogene Mischung aus Abrasiv und geschmolzener 
Matrix entstanden, so wird diese anschlieftend in ein Schal- 
chen aus Aluminiumf olie gegossen, auf Raumtemperatur abge- 
kuhlt und- erstarrt . Nun wird ein Bruchstiick der erstarrten 

25 Schmelze entnommen und ein Stuck eines Wafers mit 20 nm undo- 
tiertem Polysilizium (stahlblau) uber 175 nm durch ein im Low 
pressure chemical vapor deposition Verfahren (LPCVD) erzeug- 
tes Nitrid (rotorange) uber Silizium als Grundmaterial unter 
flieftendem Wasser manuell poliert. Dabei zeigt sich, dass man 

30 mit dem Stuck des erf indungsgemaften Schleif kissens die 20 nm 
dicke Polysiliziumschicht problemlos und kratzerfrei von dem 
Siliziumnitrid abschleifen kann. Dabei wird das stahlblaue 
Waferstuck auf dem Schleif gebiet rotorange. 



35 
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Beispiel 2 ( Produktionsstadium) 

Aus dem Abrasivpulver, welches z.B. aus Aluminium-, Silizium 
oder Ceroxid und der Matrixsubstanz (z.B. C 2 2-C24-Fettalkohol- 
5 polyethylenglykolether-6E0 oder Styren-vinylpyrrolidon- 

copolymerisat ) gebildet wird, wird mit der ublichen Polymer- 
compoundierungstechnik ein sprit zfahiges Granulat herge- 
stellt. Aus diesem sprit zfahigen Granulat wird anschliefiend 
mit der ublichen Kunststoff sprit zgusstechnik auf eine runde 
10 Polypropylentragerplatte der ublichen PoliertischgrofJe dieje 




nige Mischung aus Abrasiv und Matrix in eine 20 mm hohe 
Schicht auf gesprit zt . Das dadurch erzeugte erf indungsgemafie 



Schleif kissen wird anstelle der ublichen Schleif kissen auf 
den klassischen CMP-Prozessanlagen eingesetzt. Als Polier- 
15 fliissigkeit wird wie beim Fixed-Abrasive-CMP-Prozess eine 
abrasivfreie wassrige Losung eingesetzt. 
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Patent anspriiche 

1. Schleif kissen zum nasschemischen Schleifen einer Substrat- 
oberflache, umfassend zumindest eine Polymermatrix mit Wie- 
derholungseinheiten aufweisenden Polymeren und einer Wasser- 
loslichkeit von 0.03 bis 3 g/1, wobei in die Polymermatrix 
Abrasivteilchen eingebettet sind. 

2. Schleif kissen nach Anspruch 1, wobei die Wiederholungsein- 
heiten aufweisenden Polymere organische und/oder anorganische 
Polymere sind. 

3. Schleif kissen nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Wasserlos- 
lichkeit der Polymermatrix durch die Hydrophilie der Wieder- 
holungseinheiten bestimmt ist. 

4. Schleif kissen nach Anspruch 3, wobei die Hydrophilie der 
Wiederholungseinheiten durch an die Wiederholungseinheiten 
angebundene polare oder unpolare Gruppen bestimmt ist. 

5. Schleif kissen nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die 
Wasserloslichkeit der Polymermatrix durch die Verteilung der 
Wiederholungseinheiten bestimmt ist. 

6. Schleif kissen nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die 
Wiederholungseinheiten von einer unpolaren oder polaren Mono- 
mereinheit abgeleitet sind. 

7. Schleif kissen nach Anspruch 6, wobei die unpolare Monomer- 
einheit Styrol und die polare Monomereinheit Vinylpyrrolidon 
ist. 

8. Schleif kissen nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei die 
Abrasivteilchen ein oder mehrere Oxide enthalten, welche 
ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus Aluminiumoxid, 
Siliziumoxid und Ceroxid. 
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9. Vorrichtung zum chemisch-mechanischen Polieren einer Wafe- 
roberflache mit einem Schleif kissen nach einem der Anspruche 

1 bis 8. 

10. Verfahren zum nasschemischen Schleif en einer Substrat- 
oberflache, wobei ein Schleif kissen nach einem der Anspruche 
1 bis 8 verwendet wird. 
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Zusammenf as sung 

Schleif kissen und Verfahren zum nasschemischen Schleifen 
einer Substratoberf lache 

Die Erfindung betrifft ein Schleif kissen und ein Verfahren 
zum nasschemischen Schleifen einer Substratoberf lache, wobei 
das Schleif kissen aus einer Polymermatrix besteht, die eine 
definierte Wasserloslichkeit aufweist und wobei die definier 
te Wasserloslichkeit durch den Anteil von unpolaren und pola 
ren Wiederholungseinheiten der Polymere erreicht wird. 
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Bezugszeichenliste 

1 Substrathalter 

2 Haltekissen 
5 3 Substrat 

4 Slurry-Zulief erung 

5 Slurry-Losung 
5a Slurry-Film 

6 herkommliches Schleif kissen 
0 7 Poliertisch 

8 erf indungsgemafies Schleif kissen 

9 Abrasivteilchen 

10 Polymermatrix 
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